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GaN-Gate Injection Transistor (GIT) 双方向スイッチは 2 つのゲート電極からチャネル電流を

制御でき、GaN トランジスタ回路の素子数低減，規模縮小などが期待できる [1]。我々はこの

素子を用いたスイッチング回路を設計するための等価回路モデルを提唱してきた [2]。今回は、

GaN-GIT 双方向スイッチの等価回路モデルにドレインコンダクタンスの影響を考慮すること

で、従来よりも実験波形に対して高精度に一致させることができたので報告する。 
GIT 双方向スイッチの等価回路モデルは従来通り 1 つの電流源（Ich）と 3 つの容量（CG1S1, CR, 

CD）で構成され、容量パラメータはスイッチング波形から見積る手法により抽出した [2]。電

流源 Ich はこれまでパルス I-V 測定で求めていたが、今回はそのパラメータにドレインコンダ

クタンス gdの効果を加えた。この gdにより、図 1 の IS2S1-VS2S1特性には VS2S1に比例して IS2S1

が上昇する特性が加わっている。gd は容量パラメータと同じスイッチング波形から求めてお

り、図 2 中の区間 I で示された領域での IS2S1一定のときの VG1S1と VS2S1の関係から見積った。 
図 3 はチョッパー回路におけるスイッチング波形の実験値と計算値を比較したものである。

ゲート抵抗は RG1 = 177Ωとした。図 3(a)はドレインコンダクタンスを加えていないもの、(b)
は加えているものである。図 3(a)では IS2S1が上昇を終えると区間 I では VG1S1の計算波形が一

定値となっており、VS2S1 の計算波形は実験波形と比べて早く減少している。一方、図 5(b)で
はドレインコンダクタンスの効果によって区間 I において VG1S1の計算波形は実験波形によく

一致し、さらに VS2S1波形の計算精度も向上した。参考文献 [1] T. Morita et al., Dig. IEEE Int. 
Electron Device Meeting, Washington, USA, 2007, 865. [2] T. Ide et al., IEEE Trans. Electron Devices, 
59, 2643, 2012．謝辞 本研究の一部は NEDO 戦略的省エネルギー技術革新プログラムの援助に

より行われた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図1  gd の影響を含めたIchのパラメータ。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2  gd を求めたスイッチング波形。 
図 3  実験波形（灰）と計算波形（黒）の比較。

(a) 従来手法．(b) 新手法。 
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